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El desarrollo tecnologico de la humanidad ha sido
vertiginoso a partir del invento de los circuitos integrados,
iniciando una sinergia para el desarrollo de nuevos
dispositivos electronicos que ahora forman parte de la vida
cotidiana en las ciudades. Es dificil imaginar la vida
cotidiana sin las computadoras portatiles, los teléfonos
celulares, sistemas de refrigeracion termoeléctrica, equipos
de diagndéstico médico portatiles que permiten monitorear
el nivel de glucosa en la sangre, etc. Lo anterior ha sido
posible debido a la intensa investigacion en el desarrollo de
nuevos materiales y su aplicacién en la fabricacion de
dispositivos electrdnicos para satisfacer necesidades
especificas.

En el caso de los circuitos integrados se ha dado un
incremento creciente en la eficiencia de los dispositivos y
como consecuencia una  disminucion en el voltaje
necesario para su funcionamiento. Lo anterior incide en el
incremento del ndmero de transistores por circuito
integrado y en la confiabilidad de los dispositivos
electrénicos. El conocimiento de los procesos de transporte
que tiene lugar en los materiales semiconductores es
fundamental para el desarrollo de dispositivos electronicos
y opto-electrénicos novedosos y para la mejora continua en
los existentes.

El libro “fenémenos de transporte en semiconductores”
de los autores Yuri G. Gurevich y Felipe Pérez Rodriguez
aborda rigurosamente el estudio de los diversos procesos
que se dan en los materiales semiconductores. Es un libro
auto-contenido que refleja la autoridad que sobre el tema
poseen los autores. Es un libro con un concepto original ya
que provee las herramientas bésicas de la fisica necesarias
para estudiar el proceso de transporte en los
semiconductores.

El primer capitulo aborda en una forma rigurosa los
efectos que la temperatura y el campo eléctrico provocan
en la cinética de los portadores de carga y los fonones. El
segundo capitulo aborda en forma general el estudio de los
fonones fuera de equilibrio, clasificandolos en términos de
su impulso. Las expresiones desarrolladas en el capitulo |
se aplican para las diversas situaciones de interaccion
electron-fonon. El capitulo 1l finaliza con una discusion
general de las condiciones de frontera. Los estudiosos del
tema encontraran de gran utilidad las tablas en que se
resumen los diversos procesos de interaccion entre
electrones y fonones, que se presentan en todos los
capitulos. El estudio de los fendmenos térmicos es
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abordado en forma exhaustiva en el capitulo I,
describiendo en forma clara la diferencia entre la
temperatura del sistema de electrones y el sistema de
fonones y sus efectos sobre las distribuciones
macroscOpicas de temperatura en las muestras bajo
condiciones de frontera especificas.

El lector especializado encontrard especialmente Utiles
las secciones dedicadas a medios bipolares en las cuales se
discute con profusién el efecto de los potenciales eléctrico,
quimico y de concentracion en las propiedades térmicas de
estos materiales. En los Ultimos afios en Meéxico ha
florecido una comunidad dedicada al estudio de los
fendmenos foto-térmicos. La descripcion fisica detallada de
éstos se realiza empleando las herramientas desarrolladas
en los primeros capitulos del libro “fendmenos de
transporte en semiconductores” de los autores Yuri G.
Gurevich y Felipe Pérez Rodriguez. Sin embargo, los
autores han dedicado una seccidon para la discusion
detallada de los fendmenos foto-acusticos que sera de gran
utilidad para los especialistas del tema. El funcionamiento
de los dispositivos  electrénicos  basados en
semiconductores es descrito en forma resumida por su
curva corriente-voltaje. EIl capitulo 1V del libro
“fendmenos de transporte en semiconductores” toma en
consideracion los diversos efectos que determinan las
caracteristicas corriente-voltaje para semiconductores
finitos. De especial interés es el amplio andlisis dedicado a
la contribucion de la interaccion fononica y al efecto de
campos magnéticos en la caracteristica corriente-voltaje. El
capitulo IV concluye con dos secciones muy importantes,
una se dedica al analisis del efecto de la dispersion
inelastica de los fonones sobre el transporte electrénico y la
otra discute las curvas corriente-voltaje para medios con
conductividad diferencial negativa. No es superfluo
enfatizar que los materiales que presentan la conductividad
diferencial negativa son sumamente importantes por su
aplicacion tecnolégica y son la base de la comunicacion via
micro-ondas.

Los temas presentados en los capitulos 111 y 1V del libro
“fendmenos de transporte en semiconductores” de los
autores Yuri G. Gurevich y Felipe Pérez Rodriguez
constituyen por si mismos ramas de estudio en la fisica de
materiales. Para culminar su obra los autores presentan en
el capitulo V una amplia discusion de la propagacién de
ondas electromagnéticas en semiconductores y su relacion
con las propiedades teérmicas. La discusion es de gran
utilidad tanto para cientificos activos en el campo como
para estudiantes de posgrado. Para los primeros constituye
una referencia rapida, a los estudiantes les permite tener
una idea del vasto campo de investigacion que involucra la
interaccion de ondas electromagnéticas y materiales
semiconductores. Otra de las caracteristicas atractivas de
esta obra es la vasta bibliografia de la escuela cientifica
rusa. El libro “fendmenos de transporte en
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semiconductores” de los autores Yuri G. Gurevich y Felipe
Pérez Rodriguez es de una riqueza tal que seguramente
llegard a constituirse en una obra indispensable en las
bibliotecas de las instituciones educativas y en las
bibliotecas personales de cientificos interesados en el tema.
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